
����
��公司报告了准分子 �����激光器诱发的化学汽相淀积硅化钦膜

。

薄 膜 在���℃
叮 淀积

， ���一��� ℃老化，
得到电阻率为�����微欧

·

厘米的光谱����
�
膜

。

日本���公司报告了实际修复掩膜针孔缺陷的结果
，
他们采用 �赫重复频率紫外 ����

毫微米�脉冲激光进行铬的化学气相沉积
，
图样尺寸为微米量级

。

他们认为
，
做这种修复工

作
，
千赫重复频率的紫外光是必要的

。

������ �大学在室温下用���和����
多光子离子在�

���
上沉积铝和稼 的 薄 膜

。

厚度
‘

���毫微米
。

���公司��� �� ��研究中心用���
， ���和���毫微米准分子激光制备金膜

，
能得到厚 达

����埃的薄膜
，
膜质随激光波长而异

。

用投影光学系统可得到分辨率高达 �微米的图样
。

�强游摘 自�
�� � ���� �������

用真空蒸镀法制备垂道记录带

关于将垂直记录技术用于软磁盘和硬磁盘的报道已经很多
，
但将其用在磁带上还是新课

题
。

垂直磁记录带可用真空蒸镀法制备
，
其产量与普通涂敷法相同

，
松下电气公司 对采用连

续真空蒸镀法制备以坡莫合金为衬底的钻铬垂直磁记录带的技术做了进一步研究
。

钻铬和坡莫合金膜被蒸镀到厚��微米的耐高温聚合物带基上
，
带基在真空蒸镀箱中沿直

径��厘米滚筒连续运动
，
蒸发速率约����埃�秒

，
带基运动速度约��米�分

。

真空蒸镀钻铬膜密排六方结构的�轴取向与蒸发原子入射角之间的关系表明
，
膜的生 长

类似自外延
。

当入射角不大于�� ℃时，
连续真空蒸镀钻铬垂直磁化膜的效率超过���

。

制备高矫顽力垂直磁化膜时不仅要求半角宽度△�。 。
小

，
而且还要求带基温度 适中

。

在

钻铬膜交叉方向上
“ 钻头

” 的深度剖面直观地表的
，
在构成薄膜圆柱结构的圆柱表面上有铬

冷凝房
，
而且铬冷凝层随带基温度的增加而增加

。
因此认为

，
由于相互作用而产生的柱间磁

藕合将随铬冷凝层的增加而减弱
，
从而使薄膜具有高矫顽力

。

‘
。

钻铬膜蒸镀到结晶衬底上时
，
薄膜的结晶取向会受衬底取向之影响

，
即甚至在蒸镀率很

高时
，
如每秒数千埃时

，
也能观察到外延生长

。
已确定

，
有坡莫合金衬底的钻铬膜的记录性

能要比没有的好许多
。

还发现
，
当坡莫合金的平面取向与膜平面平行时

，
坡莫合金衬底上钻

铬膜也可垂直取向
。

�强游摘 自 � 日经 电子技术��
�

�� �������

软盘介质采用蒸镀锗和钻铬工艺

日本日立公司采用基膜上蒸镀厚��毫微米锗层
，
然后再蒸镀。����

�

�微米的 钻 铬 层 伎

术
。 、

与直接在薄膜上涂钻铬层相比
， 钻铬晶体方向性更为优 良

。

从垂直磁记录软盘的记录密

度特性看
，
� 。 。
有大幅度提高

。

在磁盘上采用溅射工艺
，
在高导磁率钻错钥非晶态合金液上

，
涂 复 钻 铬层

，
在 ���一

又�����范围内改变钻铬的垂直方向矫顽力���垂直方向�
，
用薄膜磁头记录的实验结果表明�

一��一



在�� �垂直方向�
‘

� ��。������范围内时其重放特性和重写特性为最优
。
在使用薄膜磁头

和环形磁头记录重放实验中
，
�� �垂直方向� 二 �����时

，
� 。 。

分别达到��万����和 � 万 ，

犷���
。 ’

每圈的输出电压
，
薄膜磁头大约为环形磁头的两倍

。

日立制作所认为该技术已达到实用化水平
。

�强游摘 自 “ 日经 电子技术 ” ��
�

�� �������

金属铝表面制备氮化铝薄膜

日本理化学研究所与日本轻金属公司共同开发
，
在金属铝表面注入氮离子制成绝缘性的

氮化铝薄膜
。
氮化铝导热性很好

，
是一种超大规模集成电路衬底的新材料

，
引人注 目

。
采用

该法能容易地在单晶铝板上制备单晶氮化铝
，
预料可将其作为衬底材料

，
而且提高了铝的硬

度
，
还期待创出其他新用途

。

这项新技术是采用理化学研究所的大电流型金属离子注入装置 ����千伏�开发的
，
采用

注入原理表面改性
，
加速电压为���千伏

。

离子流应从 �毫毫安到 �微安范围内选择最佳值
。

如电流过大
，
氮离子注入可使铝材变质

。
注入深度可由加速电压来决定

，
注入的氮离子在其

前后扩散而形成氮化铝薄膜
。

�佳游摘 自
‘ 电子技术�

旧 ���������

大规模太阳能发电的新技术

东京工业大学高桥清等教授采用激光激发化学气相沉积法成功地开发了一种光电转换率

高的无定形硅制造技术
，
这项研究成果开拓了一条利用太阳能大规模发电的道路

。

当前
，
将太阳光能转换成电能的太阳电池

，
正在向生产成本实用的无定形硅发展

。
以往

无定形硅的制造主要采用����技术
。

然而
，
这个方法存在着由于化学反应条件激烈而使无

定形硅片表面损伤及易混入杂质等缺点
。

正在从事提高太阳电池转换率研究的东工大研究小

组着眼于反应条件缓和的激光���法
，
开 发 了 这 项新工艺

。

用����法制的构成太 阳 电

池的 �层无定形硅
，
由此试制出 �毫米见方的太阳电池的转换率为��

�

��
。

试制品是还未经

过任何严密加工处理的
。

因此可以断言
，
今后根据改进情况

，
其光—电转换率还会进一步

提高
，
为得到大电力而实现必要的大面积化也有可能

。

�强游摘 自
� 电子技术，， �日���������

激光修改化学气相沉积掩模技术

日本电气株式会社报导
�
他们研制成功激光化学气相沉积掩模修改装置

，
该装置可对湘

、

作大规模集成电路使用的照相掩模白点缺陷进行高速修复
。

在大规模集成电路的 掩 模 制 作
·

中
，
常出现黑点和白点两种缺陷

，
对黑点缺陷的修改方法是用激光照射到掩模上

，
使被照射

部分蒸发， 而对白点缺陷修补起来就比较困难
。

日电这项新技术有效地解决了白点修复的问
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